
CF₄を利⽤した⾼出⼒ドライエッチング
フォトレジストパターン上からエッチング処理を⾏い、 マスク除去後の AFM 像です。 Nb ドープ TiO2 サン
プルは 5 分間（40ｍA) で 40nm、 Si サンプルでは 2 分間（20mA）で 6nm が均⼀にエッチングさ
れている事が AFM の測定データより確認できます。 ⾯⽅向均⼀処理のため下層に存在する材料への影
響を最⼩限に抑えた処理が可能です。

酸化物材料の CF₄ドライエッチング
に使⽤しています。 ⼿軽なプラズマ
装置では、 エッチングをしようとして
代わりに別のものが 「堆積」 される
ことがよくありますが、 本装置では
⼗分にパワーを上げることで、 単結
晶チタン酸化物基板でもエッチング
することができます。 フォトレジスト
と組み合わせれば、 トレンチ構造な
ども作成可能です。

安定したプラズマ処理

ダメージレスソフトエッチング

優れた異方性均一エッチング
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